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Actuellement seule une équipe américaine a publié des travaux concernant la croissance
de nanofils InyGa;«xN par le procéde HVPE [1-3]. Kuykendall et al [1] ont démontré la
faisabilité de la croissance de nanofils InyGa;.xN ayant différentes compositions en indium, de
0 a 100%, en fonction de la localisation des nanofils sur le substrat. Ce méme groupe a publié
les premieres LEDs sur substrat saphir a base de nanofils In,Ga;«N avec des valeurs
maximales de la composition en indium égales a 43 % [2]. Ces résultats démontrent le
potentiel du procédé HVPE pour la croissance de nanofils InyGa;.xN.

La thése demandée ici concerne le développement du procédé HVPE pour la croissance
de nanofils InyGa;«xN afin de lever les verrous technologiques cités ci-dessous. Les
objectifs de ce travail constituent une valeur ajoutée par rapport a I’état de I’art :

- adressage de différentes valeurs de la composition x en indium, de 0 a 100% ;

- pour un substrat donne, homogénéité de la composition x choisie ;

- pour un nanofil donné, homogénéité de la concentration en indium x dans tout le fil

quelle que soit la valeur de x choisie ;

- nanofils auto-organisés et organisés a la surface du substrat ;

- étude de la croissance sur différents substrats: template GaN/saphir, silicium et

substrats structures.

Aujourd’hui, I'Institut Pascal, dans le cadre de la these d’Elissa Roche (T7.4), a rejoint
I’état de I’art dans le domaine en obtenant des nanofils InyGa;xN dont la composition en
indium varie de 0 a 100% en fonction de la localisation sur le substrat, en accord avec les
travaux de T. Kuykendall [1]. Par ailleurs, une composition unique est obtenue de maniere
controlée et reproductible pour un méme échantillon. Dans ce cas, I’homogénéité de la
composition en indium, pour x=70 %, au sein d’un méme fil a été démontrée par des
mesures EDX.

L’institut Pascal, en collaboration avec le CEA-LETI, souhaite exploiter ce potentiel pour
développer la croissance de nanofils InGa; «N, a composition en indium x homogene, sur des
différents substrats en une seule étape du procédé et sans couche de nucléation ce qui
constituerait un atout considérable pour la réalisation de dispositifs LED fonctionnels a bas
codts.

Dans un premier temps, une cartographie complete de la composition en indium des fils
sera réalisée via I’étude de I’influence de la température et de la composition de la phase
vapeur, avec un intérét particulier pour les rapports (111 In) / (111 total (In+Ga)) et (111 In)/V.
Ensuite, I’obtention de fils organisés a haut rapport de forme et perpendiculaires a la surface
du substrat constituera le maillon manquant a la validation du procédé de croissance par
HVPE de nanofils d’ InyGa;.xN pour 1’adressage de la couleur. Les caractérisations optiques
apres croissance seront réalisées a I'lP. La préparation des substrats et les caractérisations
structurales seront réalisees au CEA-LETI. Enfin, des reprises de croissance des fils HVPE
par MOVPE pour élaborer des structures cceur-coquille, ainsi que les caractérisations
associees, seront développées au CEA-LETI.
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